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Uktad aktywnego demodulatora AM z falg nos$na, zwtaszcza do urzqdzeli teletransmisyjnych

Przedmiotem wynalazku jest uktad aktywnego demodulatora AM z fala nosna, zwtaszcza do urzadzen
teletransmisyjnych.

Znane dwutrazystorowe uktady demodulatora naleza do klasy demodulatoréw sygnatu wielkiej
czestotliwodci bez fali nosnej. Zbudowane s3 one w uktadzie transformatorowego przeciwsobnego stopnia
wzmachniajgcego, przy czym tranzystory pracujg w klasie B. Kolektory tych tranzystoréw niezaleznie od
konfiguracji uktadu (o wspéinej bazie lub wspéinym emiterze) dotgczone sq do poszczegbinych potéwek
ré2nicowego transformatora wyjéciowego. Dla spetnienia przez ten uktad funkcji demodulatora niezbedne jest
doprowadzenie w sposdb réznicowy na transformator wejsciowy pradu nosnego z dodatkowego generatora
lokalnego. Wady i zalety opisanego wyZej uktadu demodulatora z uwagi na mozliwo$é jego wykorzystania
wytacznie w systemach telekomunikacyjnych bez przesytania fali nosnej s3 nieporéwnywalne z majacymi
znaczenie w systemach z przesytang falg nosna. Znany jest uktad demodulatora przebiegu AM z fala noéna
z pojedyriczym tranzystorem, pracujacym w uktadzie wzmacniacza klasy AB lub B, na obcigzeniu ktérego
otrzymuje sie przebieg zdemodulowany. Uktad ten posiada ‘wszystkie wady demodulatoréw
jednopotéwkowych takie jak: mata odpornosé na zaktécenia, znaczne znieksztatcenia nieliniowe oraz duq ilosé
niepo2adanych produktéw demodulacji. Ta ostatnia wada ma szczegblne znaczenie w systemach, w ktdrych
cz@stotliwo$é nosna przebiegu nie jest duza w poréwnaniu z czestotliwoscia modulujacy i powoduje koniecznodé
stosowania doktadnej filtracji zdemodulowanego przebiegu. Z kolei uktady dwupotéwkowych demodulatoréw
diodowych i to zaréwno dwudiodowy z odwracaczem fazy, jak i czterodiodowy (uktad Graetza) posiadajq takie
wady jak: silne obcigZenie Zrédta sygnatu, brak wzmocnienia w uktadzie, duze znieksztatcenia nieliniowe dla
matych sygnatéw.

Celem wynalazku jest opracowanie prostego ukfadu demodulatora AM nie posiadajacego wymienionych
wad. Cel ten zostat osiagniety w uktadzie ztozonym z dwéch tranzystoréw, ktérych bazy przytaczone s3 do
poszczegdinych wyjéé uktadu odwracajgcego o 180° faze sygnatu demodulowanego, emitery podtaczone sg
przez oporniki ograniczajgce wzmocnienie uktadu lub bezposrednio do jednego z biegunéw napiecia zasilania,
a kolektory tranzystoréw s3 pofaczone ze sobg i przytaczone do wspdinego obcigzenia demodulatora,

) Zaleta uktadu jest to, 2e posiada on wszystkie pozytywne cechy znanego biernego detektora
dwupotéwkowego. Na jego wyjsciu nie wystepujq ze wzgledu na symetrie produkty demodulacji nieparzystych
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rzedéw tacznie z pierwszym, a wigc falg nosna i wstegami bocznymi i ich nieparzyste harmoniczne, lecz jedynie
drugiego rzedu, zktérych najwieksza podwojona nosng mozna znacznie tatwiej skutecznie odfiltrowaé ze
wzgledu na dwukrotnie wiekszy odstep na skali czestotliwosci od sygnatu uzytecznego. Wieksza odporno$é na
zakt6cenia, ktérych widma sygnatéw leza w pasmie czestotliwosci odpowiadajagcym pasmu czestotliwosci
przebiegu modulujacego polega na kompensacji ich napieé¢ na wyjsciu ze wzgledu na symetrie uktadu
demodulatora. Ma' to zasadnicze znaczenie przy wspbtpracy teletransmisyjnego systemu nosnego z systemem
naturalnym utatwiajac proces filtracjii przy rozdzielaniu przestrzennym kanatéw przed demodulacja.
W poréwnaniu za$ do dwupotéwkowego demodulatora diodowego jego zalety to mo2liwosé uzyskiwania
wzmocnienia w procesie demodulacji, nie obcigZanie uktadu sterujgcego, a takZe separacja od dalszych cztonéw
taricucha teletransymisyjnego. Cenna zalet jest takZe znacznie mniejszy wspétczynnik znieksztatcer
nieliniowych. Poréwnywalne natomiast ceny diod pdtprzewodnikowych i tranzystoré6w sprawiaja, 2e
przedstawiony uktad nie jest droZszy od dotychczas stosowanego.

Przedmiot wynalazku jest blizej objasniony na przyktadzie wykonania przedstawionym na rysunku, na
ktérym fig. 1 przedstawia uktad zasadniczy demodulatora a fig. 2 przyktad praktycznego zastosowania uktadu.

Zasada dziatania uktadu jest opisana nizej. Napigcie sygnatu AM Uwe przytoZone jest do uktadu F, ktéry
wytwarza na swych wyjsciach dwa symetryczne, lecz przesunigte w fazie o 180° napigcia sygnatu U; i U,,
Sygnaty te odprowadzone sq bezposrednio do baz poszczegélnych tranzystoréw T i T2, ktérych potaczone
obwody kolektoréw pracuja na wsp6ine obcigzenie Z wyjscia Wy uktadu. W przyktadzie zastosowania podanym
na fig. 2, role uktadu wytwarzajacego dwa przesunigte w fazie napiecia petni transformator Tr z uziernionym
$rodkiem uzwojenia wtérnego. Na $rodek tego uzwojenia moze byé podane napigcie wstepnej polaryzaciji
pracujacych w klasie AB tranzystoréw T1 i T2 z dzielnika opornikéw R3, R4. Szeregowe oporniki R1, R2, przez
ktére potgczone sa emitery tranzystoréw do bieguna napigcia zasilajacego U uktad ograniczajq do wymaganel
wartosci wzmocnienie demodulatora.

Dziatanie uktadéw jest nastgpujace: dodatnie potéwki fali nosnej dzigki przesunigciu fazowemu o 180°
wprowadzajq w stan przewodzenia na przemian tranzystor T1 i T2 podobnie jak w uktadzie dwupotéwkowego
detektora ztoZonego z dwéch diod. Wejscie demodulatora moze wspdtpracowaé bezposrednio z wejsciowymi
. obwodami rezonansowymi bez nadmiernego ich tfumienia ipogorszenia selektywnosci, dzieki wysokiej
impedancji wejSciowej tranzystoréw i separujecemu dziataniu od niezbyt duZej impedancji obcigZenia Z. Prad
kolektoréw tranzystoréw proporcjonalny do chwilowych wartosci amplitudy napiecia fali no$nej przytoZzonego
do baz tranzystoréw odktada na impedancji obcigzenia Z wzmocnione jednobiegunowe napiecie sygnatu
sktadajacego sie z podwojonej czestotliwosci nosnej oraz obwiedni sygnatu modulujacego, z ktérych moZna
wydzieli¢ drogq filtracji sygnat matej czestotliwosci. Podwajajace dziatanie uktadu wynika z wykorzystania obu
potéwek przebiegu modulowanego ipozwala uzyskaé wszystkie niepoadane produkty demodulacji
w podwojonej odlegtosci na skali czestotliwosci. Réwniez produkty pochodzace od napieé zaktécajgcych
w potoZeniu naturalnym na skali czestotliwosci ze wzgledu na symetrie ukfadu kompensujg sie, aich
pozostatosci moga pojawié¢ sie na wyjsciu demodulatora jako produkty sumacyjne i réznicowe dopiero woké+
podwojonej czestotliwosci nosnej imogq byé tatwo odfiltrowane. Mniejsze: znieksztatcenia nieliniowe
demodulatora wynikaja z jednej strony z bardziej liniowych charakterystyk tranzystor6w w poréwnaniu do diod
pétprzewodnikowych z drugiej zas z bardziej skutecznego dziatania linearyzujacego opornikéw wiaczonych
w obwody emiteréw tranzystoréw i dzigki wzmacniajacemu dziataniu demodulatora mozliwo$ciami pracy
mniejszymi sygnatami.

Zastrzezenie patentowe

Uktad aktywnego demodulatora AM z falg nosna, zwtaszcza do urzadzeri teletransmisyjnych ztoZony
z dwéch tranzystoréw, ktérych bazy przytaczone sg do poszczegdinych wyj$é uktadu odwracajacego o 180° faze
sygnatu demodulowanego, aemitery potaczone przez oporniki ograniczajgce wzmocnienie uktadu lub
bezposrednio do jednego z biegunéw napigcia zasilania, znamienny tym, 2e kolektor tranzystora (T1) jest
potaczony z kolektorem innego tranzystora (T2) oraz ze wspSlnym obcigzeniem (Z) demodulatora.
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